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Abstract 

 
The field of this research is thin films fabrication using pulse laser deposition 

technique. The main objectives of this work were to fabricate some oxide 

(such as SiO2) thin films using pulsed laser deposition technique (PLD) and 

to study the optical properties of the fabricated thin films. Also this research 

aimed to study the effect of laser parameters (properties) mainly the laser 

pulse energy and pulse repetition rate on the optical properties at certain 

wavelengths (transmission spectra, refractive indices and absorption 

coefficients) of the fabricated thin films.  In this research silicon dioxide 

(SiO2) thin films were deposited on glass substrate from SiO2 solid disk using 

pulsed laser deposition technique. In this technique a Q-Switch Nd: YAG 

laser emitting the fundamental wavelength 1064 nm with pulse duration of 10 

nanosecond was used to produce  nine samples of SiO2 thin films, five of 

them were fabricated by changing the pulse energy and the four samples were 

deposited by varying the pulse repetition rate. 

The fabricated SiO2 thin films were inspected and each film thickness was 

measured using scanning electron microscope MIRA3 type. Then the 

transmission spectrum at certain wavelengths from different monochromatic 

light sources for each film was recorded. SiO2 thin films transmission data 

and the measured films thicknesses were used to deduce their optical 

properties. The results showed that increasing the laser pulse energy results in 

an increase of the film thickness from 0.39 µm when the laser pulse energy 

was 100 mj to 0.71 µm when the laser pulse energy was 250 mj, and the 

morphology of the films becomes more dense and non-smooth at higher pulse 

energy, also the optical properties showed to be affected by the thickness 

variation and hence by the laser pulse energy.  The results also showed that 
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increasing the pulse repetition rate results in an increase of the film thickness 

from 0.39 µm  at 2 Hz repetition rate to 1.04 µm when the pulse repetition 

rate was 5 Hz and it was noticed that increasing the pulse repetition rate 

results in more dense and non-smooth film morphology. Also the optical 

properties of the produced films were found to be highly dependent on the 

film thickness and hence on the pulse repetition rate used in fabrication of 

films.  

The results showed that the transmission spectra of the samples were in the 

range from (0.85 to 0.97) %.  And The optical absorption coefficients of the 

samples were varied from 38.461*103 cm-1 and 12.250 *103 cm-1 depending 

on the thickness of the thin film, and the refractive indices were found to be 

varied from 1.43 to 1.67 with the wavelengths from 532 nm to 915 nm, and 

the optical properties (transmission spectra, refractive indices, and the 

absorption coefficients) of the SiO2 thin films were in good agreement with 

literature. 
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 المس تخلص

الرئيسة  هدافالاتتمثل  لليزر النبضي. لرقيقة المصنعة بتقانة الترسيب بايعد هذا البحث ضمن مجال تصنيع الاغش ية ا

يزر سيب باللبإس تخدام تقانة التر  تصنيع اغش ية بعض الاكاس يد )كثاني اكس يد الس يليكون( الرقيقة فيلهذا البحث 

لات الرقيقة المصنعة. أيضا يهدف هذا البحث لدراسة اثر معامالخصائص البصرية للأغش ية  ودراسةالنبضي 

فاذ، )خصائص( الليزر تحديدا طاقة نبضة الليزر ومعدل تكرار النبضات علي الخصائص البصرية ) أطياف الن

 تم لبحثاللاغش ية الرقيقة المصنعة عند أطوال موجية محددة. في هذا  معاملات الانكسار ومعاملات الإمتصاص(

دام تقانة باس تخالس يليكون الصلبة من اقراص ثاني اكس يد   اكس يد الس يليكون علي ركائزالزجاجنياغش ية ثاترسيب 

ساسي ذو التشغيل المفتاحي ذو الطول الموجي الا كيا -في هذه التقانة ليزر نيوديومالترسيب بالليزر النبضي. 

يكون،  ينات من اغش ية ثاني اكس يد الس يل اس تخدم لانتاج تسعة ع  نانوثانية  10( نانومتر بزمن  نبضة 1064)

 واربعة منها رسبت بتغيير معدل تكرار النبضات. خمسة منها صنعت بتغيير طاقة النبضة

اسح نوع ني المتم فحص أغش ية ثاني اكس يد الس يليكون المحضرة وتم قياس سماكة كل غشاء باس تخدام المجهر الالكترو 

MIRA3 لكل د اطوال موجية محددة من مصادر ضوئية أحادية الطول الموجيالنفاذ عن طيف . ومن ثم تم تسجيل 

دامهم اكس يد الس يليكون مع سماكات الاغش ية المقاسة تم اس تخانات النفاذ المسجلة لاغش ية ثاني .  بيغشاء

 0.39شاء من الليزر تؤدي الي زيادة سمك الغ  طاقة نبضة أوضحت النتائج ان زيادةقد  لاس تنتاج خصائصهاالبصرية.

  250نبضة الليزر ميكرون عندما كانت طاقة 0.71ملي جول الي    100نبضة الليزر ميكرون عندما كانت طاقة

ية  ص البصر ، ايضا أن الخصائيصبح اكثركثافة وغير مس توي عند طاقة النبضة العالية الغشاء تكوينملي جول،وان 

عدل مزيادة  أوضحت الدراسة ان وكذلك. ة الليزرلتالي بطاقة نبضللأغش ية المصنعة تتأثر بتغيير سمك الغشاء وبا

ن كاميكرون عندما  1.04هيرتز الي   2ميكرون عند  0.39دة سمك الغشاء من ياز الي تكرار النبضات يؤدي

غير سطح  غشاء اكثر كثافة و تكوينهيرتزولوحظ أن زيادة معدل تكرار النبضة يؤدي الي   5معدل تكرار النبضة

 علي بالتاليوالخصائص البصرية للأغش ية المنتجة تعتمد  اعتمادا كبيرا علي سماكة الغشاء  ايضا وجد ان .ي مس تو 

 .المس تخدم معدل تكرار النبضات
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ت (%.وأن معاملا 0.97 الي  0.85 في المدى من ) تكون أوضحت الدراسة ان اطياف النفاذ للعيناتكذلك و 

لغشاء إعتمادا علي سمك اوذلك  1-سم12.250 *310 و 1-سم 38.461*310الإمتصاص البصري للعينات تتغير من  

ومتر الي نان  532دىالممع الاطوال الموجية في 1.67 الي 1.43الرقيق، ووجد أن معاملات الإنكسار تتغير من  

سار الانك  ) اطياف النفاذ، معاملات لاغش ية ثاني اكس يد الس يليكون الخصائص البصرية قد اتفقت، و نانومتر 915

 متصاص( مع الدراسات السابقة.ومعاملات الا
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